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Nous présentons les résultats préliminaires pour l'intégration d'une source laser cascade interbande (ICL) émettant à 4 µm sur une plateforme
SiGe par la méthode du Micro Transfer-Printing (µTP). Des simulations du couplage du laser avec le guide SiGe accompagnent la première
démonstration d’un transfert d’ICL sur silicium par µTP.

Avancées technologiques pour l’intégration

[1] Sun et al « Adiabaticity Criterion and the Shortest Adiabatic Mode Transformer in a Coupled-Waveguide System ». 2009.
[2] Ben Bakir et al “Electrically driven hybrid Si/III-V Fabry-Pérot lasers based on adiabatic mode transformers,” 2011.
[3] Guo  et al « SWIR GaSb Photodiode Integration on Si Photonics through Micro-Transfer-Printing ». 2023.

• Couplage évanescent vertical de la
source laser au guide SiGe permis par un
taper adiabatique [1].

• Cavité hybride formée sur la plateforme
photonique par deux miroirs de Bragg
asymétriques [2].
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Afin de concevoir 
les géométries de 
colonnes, une étude 
préliminaire a été 
menée sur un 
empilement 
simplifié Si/SiO2.

L’étape de sous-
gravure (G) a pu être 
validée par 
l’utilisation d’une 
paire de matériaux 
InAsSb (couche 
sacrificielle) / GaSb
(couche d’arrêt) [3].

Le tampon a 
été moulé en 
force pour 
assurer sa 
planéité.

Le tampon est 
mis en contact 
avec le laser 
suspendu, puis 
retiré avec une 
grande vitesse 
afin de briser les 
colonnes et 
saisir le laser.
Un système de 
nano-impression 
NPS 300 SET est 
utilisé, précision 
d’alignement 
meilleure que 
1µm.

Substrat Si

Le laser est 
déposé sur 
substrat Si 
recouvert 
d’une 
couche 
d’adhésif 
(HT10-11 
Brewer) de 
150nm.

Réduction de la 
résistivité de la 
structure, 
optimisation des 
facettes, cavité 
hybride…

Emission par électroluminescence.
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